(12) NACH DEM VERTRAG LIBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEB1ET DES 
PATENTW'ESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganlsation fOrgeistiges Eigentum 
Internationales Bttro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
7. Februar 2002 (07.02.2002) 




PCT 



(10) Internationale Vertiffentlichungsnummer 

WO 02/11184 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : H01L 21/00, 

21/68 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP0 1/08822 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

30. Juli 2001 (30.07.2001) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) VerOffentlichungssprache; 



Dcutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur PrioritSt: 

100 38 052.2 2. August 2000 (02.08.2000) DE 

(71) Anmelder (fur alle Bestimmungsstaatcn mil Aus- 
nahme von US): FRAUNHOFER-GESELLSCHAJFT 
ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E. V. [DE/DE]; Uonrodstrasse 54, 
80636 MUnchen (DE). 



(72) ErGnder; und 

(75) Erfinder/Anmetder (nur fir US): LANDESBERGER, 
Christof rDE/DE]; Oswaid-Bieber-Weg 7, 81241 
MUnchen (DE). BLEIER, Martin [DE/DE]; Olgas- 
trasse 13, 80636 Miinchen (DE). KLUMPP, Armin 
[DE/DE]; Ringseisstrasse 12/4, 80337 MUnchen (DE). 

(74) Anwaite: SCHOPPE, Fritz usw.; Schoppe, Zimmer- 
mann, Stockeler & Zinkler, Postfach 71 08 67, 81548 
MUnchen (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): DE, US. 

(84) Bestim m ungsstaaten (regional) : europai sches Patent (AT, 
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, 
NL, PT, SE, TR). 

Veroffentlicht: 

— mit iniernationalem Recherche nbericht 

— vor Ablauf der fiir Anderungen der AnsprUche gehenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintrejjen 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 



(54) Title: MOBILE HOLDER FOR A WAFER 

(54) Bezeichnung: MOBILER HALTER FOR EINEN WAFER 



tzzzzzzzz 



1 




00 

rH (57) Abstract: The invention relates to mobile holder for a wafer, comprising a base element (1), a Qrst fixing device (3, 4, 5) and 
^ a second fixing device. The first fixing device (3, 4, 5) is configured to allow the positioning of the wafer on the base element (1). 
^ The second fixing device is configured to position the mobile holder on a support for said mobile holder. 

n 

(57) Zusammenfassung: Ein mobiler Halter fUr einen Wafer ist geschaffen, der ein Basiselement (1), eine erste Befestigungsein- 
Q richtung (3, 4, 5) und eine zweite Befestigungseinrichtung aufweist. Die erste Befestigungseinrichtung (3, 4, 5) ist ausgebildet, um 

ein Anbringen des Wafers an dem Basiselement (1) zu ermCglichen. Die zweile Befestigungseinrichtung ist ausgebildet, um den 
^ mobilen Halter an einem Trager fUr den mohilen Halter anzubringen. 
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Mobiler Halter fur einen Wafer 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das Gebiet von 
5 Haltevorrichtungen fur Wafer und insbesondere auf das Ge- 
biet von elektrostatischen Haltevorrichtungen fur Wafer. 

Bei der Herstellung vieler Halbleiterbauelemente stellt die 
Handhabung eines Wafers einen bedeutenden Faktor fur einen 
10 erfolgreichen Herstellungsprozess dar. Beispielsweise er- 
fordert die Herstellung von Chipkarten und dunnen inte- 
grierten Schaltungen eine Handhabung von sehr dunnen Wa- 
fern, die ohne die Gefahr eines Brechens transportiert und 
gehalten werden mussen. 

15 

Bei vielen Halbleiterprozessen, wie beispielsweise der Her- 
stellung von Schaltungselementen fur die Leistungselektro- 
nik sind ferner Ruckseitenprozesse notwendig, die ein Ab- 
scheiden von Lot- oder Legierungsschichten auf der Rucksei- 

20 te des fertig prozessierten Schaltungswaf ers umfassen, wo- 
bei einein anschliefienden Legieren oder Sintern der Schich- 
ten hohe Temperaturen auftreten, die 400°C ubersteigen kon- 
nen. Dabei muft die Haltevorrichtung fur den Wafer ein ein- 
wandfreies Funktionieren bei diesen Umgebungstemperaturen 

25 sicherstellen. 

Ein bekanntes Verfahren zur Handhabung diinner Wafer besteht 
darin, den Wafer auf der Vorderseite mit einer Schutzfolie, 
die typischerweise eine Polymerfolie ist, zu versehen. Der 

30 Wafer wird von der Tragerfolie wahrend dem Durchlaufen der 
Dunnungssequenz gehalten. Die Einsatzmoglichkeit dieses be- 
kannten Verfahrens umfaflt Wafer mit einem Durchmesser von 6 
Zoll und mit einer Dicke bis maximal etwa 100 yim. Die Hand- 
habung und der Transport von Wafern mit einer Dicke, die 

35 geringer als 100 pm liegt, wird durch die auftretende Ver- 
biegung derselben verhindert, wodurch das Bruchrisiko fur 
den diinnen Wafer stark ansteigt. Das Verfahren bietet folg- 
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lich keine Perspektive, extrem diinne Wafer mit groBeren 
Durchmessern zu handhaben. 

Ein wei teres Verfahren verwendet einen Tragerwafer, auf den 
5 der zu diinnende Wafer mit einer beidseitig klebenden Folie, 
beispielsweise einer thermisch ablosbaren Folie, reversibel 
geklebt wird. Die thermisch losbare Folie kann dabei durch 
ein Beaufschlagen einer Temperatur abgelost werden. Das 
Verfahren bietet eine Einsatzmoglichkeit fur Wafer mit ei- 

10 • ner Dicke von bis zu 20 ym, wobei auch Wafer mit einem gro- 
Ben Durchmesser sicher gehalten werden konnen. Das Verfah- 
ren weist jedoch den Nachteil auf, daft aufgrund der verwen- 
deten klebenden Folie, die typischerweise eine Polymerf olie 
ist, das Verfahren fiir Ruckseitenprozesse mit Temperaturen 

15 liber 130 °C nicht geeignet ist. 

Ferner sind elektrostatische Haltevorrichtungen, sogenannte 
elektrostatische Chucks bekannt, urn Wafer mittels elek- 
trostatisch erzeugter Haltekrafte aufzunehmen und wahrend 

20 eines Herstellungsprozesses zu halten. Die Erzeugung der 
Haltekraft kann mit einer monopolaren Elektrode Oder mit 
bipolaren Elektroden erfolgen. In dem Fall einer monopola- 
ren Elektrode dient der zu haltende Wafer als eine Gegene- 
lektrode und muB folglich eine Masse-Verbindung aufweisen, 

25 die beispielsweise wahrend eines Trockenatzprozesses durch 
das leitfahige Atzplasma erreicht wird. 

Die bekannten elektrostatischen Haltevorrichtungen weisen 
jedoch den Nachteil auf, daB dieselben massiv ausgebildet 

30 sind und typischerweise in einer Verarbeitungskammer fest 
installiert sind. Ferner sind die bekannten elektrostati- 
schen Haltevorrichtungen von einer externen Leistungsver- 
sorgung abhangig. Folglich konnen die bekannten elektrosta- 
tischen Haltevorrichtungen lediglich als eine Haltevorrich- 

35 tung zum Halten des Wafers an einem Ort und nicht zum 
Transportieren verwendet werden, urn beispielsweise einen 
gedunnten Wafer an dem Ort der Durchflihrung der Diinnungsse- 
quenz aufzunehmen und an einen zweiten Ort, an dem bei- 



WO 02/11184 



- 3 - 



PCT/EP01/08822 



spielsweise eine Riickseitenbearbeitung durchgefiihrt wird, 
zu transportieren. 

Folglich stellt die Handhabung von dunnen Wafern bei denen 
5 Verarbeitungsschritte mit hoher Temperatur, wie beispiels- 
weise ein Sintern oder Legieren notwendig sind, ein Problem 
dar, da keine Vorrichtungen zur Handhabung derselben ver- 
fiigbar sind. 

10 Ferner ist derzeit keine Tragervorrichtung verfugbar, die 
ein Aufnehmen und ein selektives Ablosen von Chips ermog- 
licht, die einem Vereinzelungsverf ahren, wie es beispiels- 
weise in der DE-19962763 Al beschrieben ist, unterworfen 
wurden . 

15 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein 
Konzept fur eine verbesserte Handhabung von Wafern zu 
schaffen. 



20 Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung nach Anspruch 1 
und ein Verf ahren nach Anspruch 11 gelost. 

Die vorliegende Erfindung basiert auf der Erkenntnis, daft 
ein Halter fur einen Wafer geschaffen werden kann, indem 
25 eine erste Befestigungseinrichtung verwendet wird, urn einen 
Wafer auf dem Halter anzubringen, wahrend eine zweite Befe- 
stigungseinrichtung verwendet wird, urn den Halter mit einem 
Trager fur den mobilen Halter zu verbinden. 

30 Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, daft 
der Halter an einem beweglichen Trager angebracht werden 
kann, so daft der Halter mobil ist. 

Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht 
35 darin, daft verschiedene Typen von Tragern fur den mobilen 
Halter ohne weiteres verwendet werden konnen. 
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Ein bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfin- 
dung umfafit einen mobilen Halter mit einem flachen Basi- 
selement, das einen kreisf ormigen Siliziumwaf er auf weist. 
Auf der Vorderseite des Basiselements ist eine isolierende 
5 Schicht gebildet, auf der wiederum eine erste Elektrode und 
eine zweite Elektrode ausgebildet sind, die zueinander be- 
abstandet sind. Die isolierende Schicht ist aus einem elek- 
trisch isolierenden Material wie beispielsweise Siliziu- 
moxid gebildet. Die Elektroden weisen jeweils Anschlufibe- 

10 reiche auf, urn ein Verbinden der Elektroden mit elektri- 
schen Zuf uhrungsleitungen zu ermoglichen. Der mobile Halter 
weist ferner eine funktionale Schicht auf, die uber der er- 
sten Elektrode und der zweiten Elektrode ganzflachig ange- 
ordnet ist und aus einem Material besteht, das bewegliche 

15 Ionen enthalt. Die funktionale Schicht ermoglicht bei dem 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel, daJi der mobile Halter ei- 
nen aktiven Zustand aufweisen kann, ohne mit einer aufieren 
Spannungsquelle verbunden zu sein. fiber der isolierenden 
Schicht ist eine Abdeckung aus einem isolierenden Material, 

20 wie beispielsweise Siliziumoxid, Silizium-Nitrid oder Sili- 
zium-Carbid als eine Schutzschicht ganzflachig gebildet. 

Bei einem alternativen Ausfuhrungsbeispiel umfaflt der mobi- 
le Halter eine aktive Schicht aus einem Material mit einer 
25 hohen Dielektrizitatskonstante . 

Bei einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel weist der mobile 
Halter eine Matrix-Elektrodenstruktur auf, bei der einzelne 
Elektroden gezielt ahgesteuert und mit Spannungen versorgt 
30 werden konnen, um ein pixelweises Ablosen von Chips zu er- 
moglichen. 

Ferner sind bei einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel Durch- 
fuhrungsleitungen fur die erste Elektrode und zweite Elek- 
35 trode durch das Basiselement durchgef uhrt, um ein Anschlie- 
fien der Elektroden von der Ruckseite des Basiselements zu 
ermoglichen . 
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Bei einem Ausfiihrungsbeispiel stellt die zweite Befesti- 
gungseinrichtung die Flache der Ruckseite des mobilen Hal- 
ters dar. Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel ist der Trager fur 
den mobilen Halter ein herkommlicher Vakuum-Waf er-Chuck, 
wobei der mobile Halter durch ein Vakuum, das zwischen der 
zweiten Bef estigungseinrichtung und einer Bef estigungsf la- 
che des Wafer-Chucks angelegt wird, an dem Vakuum-Waf er- 
Chuck angebracht wird. 

10 Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel ist die zweite Befe- 
stigungseinrichtung ein Rand des mobilen Halters. Bei die- 
sem Ausfiihrungsbeispiel wird ein Anbringen des mobilen Hal- 
ters an einem bekannten Trager dadurch erreicht, dafi der 
Trager den mobilen Halter mechanisch an dem Rand greift. 

15 

Ferner ist bei einem noch weiteren Ausfiihrungsbeispiel die 
Kante des mobilen Halters die zweite Bef estigungseinrich- 
tung, wobei ein bekannter Trager den mobilen Halter durch 
ein mechanisches Greifen des mobilen Halters an der Kante 
20 befestigt. 

Weiterfiihrende Ausbildungen der vorliegenden Erfindung sind 
in den abhangigen Patentanspruchen dargestellt. 

25 Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung 
werden nachfolgend unter Bezugnahme auf die beiliegenden 
Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Querschnittansicht eines mobilen Halters ge- 
30 maB einem Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden 

Erfindung; und 

eine Draufsicht auf einen mobilen Halter gemafl 
einem Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfin- 
dung . 

GemaB Fig. 1 umfafit ein mobiler Halter ein f laches, kreis- 
formiges Basiselement 1, auf dessen Vorderseite eine iso- 
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Fig. 2 

35 



WO 02/11184 



- 6 - 



PCT/EP01/08822 



lierende Schicht 2 gebildet ist. Die isolierende Schicht 2 
ist aus einem elektrisch isolierenden Material wie bei- 
spielsweise Siliziumoxid oder Siliziumnitrid gebildet. Auf 
der isolierenden Schicht 2 sind eine erste Elektrode 3 und 
eine zweite Elektrode 4 beabstandet zueinander angeordnet. 
Vorzugsweise sind die erste Elektrode 3 und die zweite 
Elektrode 4 aus einem temperaturbestandigen elektrischen 
Leiter, wie beispielsweise einem Metall mit einer hohen 
Schmelztemperatur, gebildet und weisen gleiche Flachen auf, 
wie es unter Bezugnahme auf Fig. 2 nachfolgend erklart 
wird. 

Das Basiselement 1, das vorzugsweise aus einem Halbleiter- 
material, Keramik wie beispielsweise AIO2, Kapton oder SiC 
gebildet ist, weist einen Durchmesser auf, der gleich dem 
Durchmesser eines zu haltenden Wafers oder leicht groBer 
als derselbe ist. Bei einem besonders bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiel ist das Basiselement 1 mit einem Durchmesser 
von etwa 150 mm und einer Dicke von etwa 680 |im gebildet, 
was typischen Abmessungen eines Standardwaf ers entspricht. 

Durch die Verwendung von Temperatur-resistenten Materialien 
fur das Basiselement 1, weist der mobile Halter eine Eig- 
nung fur hohe Umgebungstemperaturen auf, so daft der mobile 
25 Halter zum Halten von Prozesswaf ern wahrend temperaturkri- 
tischer Prozessen, wie beispielsweise einem Legieren oder 
Sintern von Metallschichten, geeignet ist. 

Silizium und andere Halbleitermaterialien zeigen bei hohen 
30 Temperaturen einen Anstieg der Eigenleitf ahigkeit, die eine 
Verschlechterung der elektrostatischen Haltekraft bei den 
an die Elektroden angelegten Spannungeri, die in dem Bereich 
yon 1000 V bis 2000 V liegen, bewirkt. Als Material fur die 
Verwendung bei Prozessen mit hoher Temperatur, wie bei- 
35 spielsweise Plasmaprozessen, sind fur das Basiselement 1 
Keramik und insbesondere SiC gegeniiber Halbleitermateriali- 
en bevorzugt, wobei SiC aufgrund der hohen Warmeleitfahig- 
keit vorteilhaf terweise zusatzlich eine gute Kuhlung des zu 
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haltenden Wafers sicherstellt . Ferner weist SiC den Vorteil 
auf, dafl sich der Ausdehnungskoef f izient nicht wesentlich 
von demjenigen von Silizium unterscheidet, so da£ insbeson- 
dere bei einem zu haltenden Wafer aus Silizium eine Verwen- 
5 dung von SiC als Material des Basiselements 1 vorteilhaft 
ist. 

Der mobile Halter weist ferner eine funktionale Schicht 5 
auf, die iiber der ersten Elektrode 3 und der zweiten Elek- 

10 trode 4 und in den Zwischenraumen derselben angeordnet ist 
und sich als zusammenhangende Schicht iiber die ganze Flache 
des Wafers erstreckt. Bei dem. bevorzugten Ausfuhrungsbei- 
spiel besteht die funktionale Schicht 5 aus einem Material, 
das bewegliche Ionen enthalt, wie beispielsweise Borsili- 

15 katglas, oder aus einem Material mit einer hohen Dielektri- 
zitatskonstante, wie beispielsweise Bariumtitanat, Stronti- 
umtitanat. 

Ober der elektrisch isolierenden Schicht 5 ist eine Abdek- 
20 kung 6 aus einem isolierenden Material, wie beispielsweise 
Siliziumoxid oder Siliziumnitrid, ganzflachig gebildet. Die 
Abdeckung dient als ein Schutz vor aggressiven chemischen 
Substanzen fur die darunter angeordnete funktionale Schicht 

5 - 

25 

Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf den in Fig. 1 gezeigten 
mobilen Halter, wobei Fig.l und Fig. 2 keinen einheitlichen 
MaJistab aufweisen. Wie in Fig. 2 zu erkennen ist, weist 
die erste Elektrode 3 einen ersten Anschluflbereich 7 und 

30 die zweite Elektrode 4 einen zweiten AnschluAbereich 8 auf, 
die jeweils in der Nahe der Kante des mobilen Halters ange- 
ordnet sind. Die Anschlussbereiche 7 und 8 ermoglichenein 
Anlegen einer elektrischen Spannung an die jeweils zugeord- 
neten Elektroden. Die Anordnung der Anschluftbereiche in der 

35 Nahe der Kante des mobilen Halters ermoglicht, dafi diesel- 
ben bei einer Anbringung eines Prozefcwafers freiliegend an- 
geordnet werden konnen, indem der ProzeBwafer an dem mobi- 
len Halter so angebracht wird, daii der Flat-Abschnitt des 
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Wafers in dem Bereich der Anschlussbereiche liegt. Ein 
Flat-Abschnitt bezeichnet dabei einen Abschnitt, in dem die 
Kante des Wafers anstatt der Kreisbogenform einer geraden 
Linie eines Segmentabschnitts folgt, um die Richtung des 
5 Kristailwachs turns anzuzeigen. Folglich konnen bei diesem 
Ausfiihrungsbeispiel elektrische Zuleitungen fur die An- 
schlussbereiche auf der Vorderseite des mobilen Halters be- 
festigt werden, 

10 Bei einem alternativen Ausfiihrungsbeispiel sind Durchftih- 
rungsleitungen fur die erste Elektrode 3 und die zweite 
Elektrode 4 durch das Basiselement 1 durchgefuhrt, so dafi 
die Elektroden durch Anschlussbereiche, die auf der Ruck- 
seite des Basiselements 1 gebildet sind, mit AnschluJilei- 

15 tungen elektrisch verbunden werden konnen. Die Durchfiihrung 
der Anschluflleitung weist dabei den Vorteil auf, dafi die 
Positionierung des Prozeflwafers unabhangig von der Position 
des Flats ist. 

20 Bei dem in Fig. 2 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel sind die 
erste Elektrode 3 und die zweite Elektrode 4 ferner derart 
angeordnet, dafi die Elektrode 3 im wesentlichen in einem 
ersten Viertel-Kreissegment der Kreisflache des Basisele- 
ments 1 und einem demselben diagonal gegeniiberliegenden 

25 zweiten Viertel-Kreissegment angeordnet ist, wobei die in 
den Viertel-Kreissegmenten angeordneten Elektrodenabschnit- 
te iiber einen Steg verbunden sind, der sich durch den Mit- 
telpunkt der Kreisflache des Basiselements 1 erstreckt. 
Ferner ist die Elektrode 4 gemaJi Fig. 2 im wesentlichen in 

30 den Viertel-Kreissegmenten, in denen die Elektrode 3 nicht 
angeordnet ist, gebildet. Die beiden diagonal entgegenge- 
setzten Viertel-Kreissegment-Abschnitte der Elektrode 4 
sind iiber einen langlichen, rundlich gebogenen Verbindungs- 
bereich, der entlang der Kante des Basiselements 1 ver- 

35 lauft, miteinander verbunden. 

Die erste Elektrode 3 und die zweite Elektrode 4 sind der- 
art angeordnet, dafi dieselben durch einen sich langlich er- 



WO 02/11184 



- 9 - 



PCT/EP01/08822 



streckenden Zwischenraum voneinander beabstandet sind, der 
im wesentlichen eine konstante Breite aufweist. Ferner sind 
die Elektroden 3 und 4 zu den Kanten des Basiselements 1 
hin derart beabstandet, dafi zwischen den Elektroden 3 und 4 
5 und der Kante des Basiselements 1 ein Rand gebildet ist, 
der als eine Haltevorrichtung zum Anbringen des mobilen 
Halters an einem Trager verwendet werden kann. 

Zum Anbringen eines zu haltenden Wafers, wie beispielsweise 
10 eines sehr dunnen Prozesswafers (20- 100 Jim) , mufi der mobi- 
le Halter mit der Vorderseite in eine Beriihrung mit oder in 
eine unmittelbare Nahe zu der Seite des zu haltenden Wafers 
gebracht werden, an der der Halter angebracht werden soli. 

15 Urn den mobile Halter zu dern Aufnahmeort zu bewegen wird 
derselbe zunachst an einem Wafertrager, wie beispielsweise 
einem Roboter-Waf ertrager, befestigt. Als Bef estigungsein- 
richtung zum Befestigen des Waf ertragers dient bei einem 
bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel der zwischen den Elektroden 

20 und der Kante des Wafers gebildete Rand, wobei bei diesem 
Ausfiihrungsbeispiel der mobile Halter einen leicht grofleren 
Durchmesser als der zu tragende Wafer aufweist, so dafi der 
auf zunehmende Prozesswafer nicht in den Randbereich des mo- 
bilen Halters hineinragt und ohne eine Storung durch eine 

25 am Rand des mobilen Halters angebrachte Anbringungseinrich- 
tung befestigt werden kann. Der mobile Halter kann dabei 
iiber einen Druckkontakt oder auf eine andere geeignete Wei- 
se, wie beispielsweise ein reversibles Kleben, an einer An- 
bringungseinrichtung des Waf ertragers befestigt werden. 

30 

Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel stellt die Kante des 
Basiselements 1 die Befestigungseinrichtung zum Anbringen 
des mobilen Halters an einem Wafertrager dar. Bei diesem 
35 Ausfiihrungsbeispiel wird der mobile Halter lediglich durch 
einen Druckkontakt einer Anbringungseinrichtung des Wafer- 
tragers mit der Kante des mobilen Halters gehalten. 
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Ferner kann bei einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel die 
Rtickseite des mobilen Halters die Funktion einer Befesti- 
gungseinrichtung zum Anbringen eines Wafertragers aufwei- 
sen. Alternativ kann der mobile Halter auch an einen sta- 
5 tionaren Chuck, wie beispielsweise einen elektrostatischen 
Chuck, iibergeben werden, wobei derselbe an der Ruckseite 
des mobilen Halters befestigt wird. 

Zur Erleichterung einer Obergabe des mobilen Halters kann 
10 derselbe ferner geeignete Justier- und Sensor-Elemente auf- 
weisen. 

Wie bereits erwahnt wurde, ist der mobile Halter in Form 
und GroBe vorzugsweise derart ausgebildet, dafi sich dersel- 

15 be nur unwesentlich von einer standardisierten Form und 
Grofle fur Prozefiwafer unterscheidet, wobei selbst Wafer mit 
groflem Durchmesser und geringer Dicke von dem mobilen Hal- 
ter problemlos gehalten werden konnen . Die standardisierte 
Form des mobilen Halters ermoglicht, dafi der mobile Halter 

20 in standardisierten Lagervorrichtungen fur Wafer, wie bei- 
spielsweise Horden, gelagert werden kann und von denselben 
durch standardmaflige Waf ertrager, wie beispielsweise Robd- 
ter-Handhabungsvorrichtungen, aufgenommen und zu gewunsch- 
ten Orten transportiert werden kann. Indem die bei der 

25 Halbleiterproduktion standardmaMg vorhandenen Halte- und 
Greif-Vorrichtungen verwendet werden konnen, stellt der er- 
findungsgemafie mobile Halter eine. kostengiinstiges System 
dar, das ferner ohne weiteres an einem beliebigen Typ eines 
Wafertragers angebracht werden kann, was eine Integration 

30 in einen Halbleiterherstellungsprozess wesentlich erleich- 
tert. 

Nachdem der mobile Halter an dem Wafertrager befestigt ist, 
kann der mobile Halter mittels des Wafertragers zu dem zu 
35 haltenden Prozefiwafer bewegt werden. 

Urn ein Halten des zu haltenden Wafers an dem mobilen Halter 
zu ermoglichen, mufi sich der mobile Halter in einem akti- 
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vierten Zustand befinden, bei dem an den Elektroden 3 und 4 
jeweils entgegengesetzte Spannungen anliegen, die zum Befe- 
stigen eines Wafers ausreichend sind. Durch das Vorsehen 
der funktionalen Schicht 5 ist der mobile Halter ausgebil- 
5 det/ urn einen aktivierten Zustand auch ohne eine auJJere 
Spannungsquelle beizubehalten . Dies wird durch die Verwen- 
dung geeigneter Materialien fur die funktionale Schicht 5 
erreicht. Zur Verwendung der funktionalen Schicht 5 als ei- 
ne Speicherschicht zum Speichern der elektrostatischen La- 

10 dungen in einem aktivierten Zustand wird als Material vor- 
zugsweise ein dielektrisches Material mit beweglichen Io- 
nen, wie beispielsweise Borsilikatglas, verwendet, das be- 
wegliche Natrium- und Kaliumionen enthalt. Alternativ kann 
ein Material mit einer hohen Dielektrizitatszahl verwendet 

15 we r den. 

Die Verwendung der obig genannten Materialien erlaubt eine 
quasi-permanente Ladungsverschiebung gemafl dem bekannten 
Kondensatoreffekt. Der mobile Halter wird lediglich zum 

20 Auf laden mit einer aufteren Spannungsquelle verbunden und 
weist auch nach dem Abtrennen der externen Spannungsquelle 
den aktivierten Zustand auf, bei dem zwischen der ersten 
Elektrode 3 und der zweiten Elektrode 4 eine zum Halten des 
Prozesswafers ausreichende Spannung anliegt. Bei langeren 

25 Haltezeiten kann der mobile Halter zum "Auf f rischen" der 
Ladungen uber die Anschlufibereiche 1, 8 mit der . externen 
Spannungsquelle verbunden werden. 

In dem aktivierten Zustand wird durch die entgegengesetzt 
30 aufgeladenen Elektroden 3 und 4 ein elektrisches Feld er- 
zeugt f das in einem zu tragenden Wafer, der sich in Beriih- 
rung mit der vorderen Seite des mobilen Halters oder in der 
unmittelbaren Nahe desselben befindet, eine Ladungsver- 
schiebung verursacht, wodurch eine Kraft erzeugt wird f die 
35 den zu haltenden Wafer an der vorderen Seite des mobilen 
Halters halt. Je nach Feldverlauf werden dabei positive 
oder negative Ladungen auf der Oberflache des zu tragenden 
Wafers erzeugt. Folglich weist ein Wafer, der an dem mobi- 
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len Halter gehalten wird, eine Oberf lachenladungsverteilung 
auf, die im wesentlichen Bereiche mit positiver und negati- 
ver Ladung aufweist, die der Anordnung der Elektroden 3 und 
4 entsprechen. Mit anderen Worten gesagt, erzeugt eine 
5 Elektrode 3 auf der Oberflache eines zu haltenden Wafers in 
dem Bereich, der derselben gegenliberliegt, beispielsweise 
eine positive Ladung, wohingegen die Elektrode 4 auf der 
Oberflache eines zu haltenden Wafers in dem Bereich, der 
derselben gegeniiberliegt, eine negative Ladung erzeugt. Das 

10 Vorsehen der Elektroden 3 und 4 in Segmenten einer Kreis- 
flache weist folglich den Vorteil auf, daJi. durch ein Ver- 
binden mit einer aufleren Spannungsquelle ein Umpolen oder 
ein Abschalten einer der beiden Elektrode ermoglicht wird, 
so daft eine Haltekraft reduziert urfd ausgeschaltet werden 

15 kann. 

Besonders vorteilhaft kann der Waferhalter des obig be- 
schriebenen Ausfiihrungsbeispiel zur Vereinzelung von Chips 
in Verbindung mit einem Trockenatzen eingesetzt werden. Ei- 
20 ne solche Verwendung ist nachfolgend erklart. 

Der Prozefiwafer wird dabei zunachst mit Graben zur Verein- 
zelung der Chips an der Vorderseite des Prozefiwafers vor- 
strukturiert . Urn die Ablosung von vereinzelten Chips zu er- 

25 moglichen, muft die Grabenstruktur der Anordnung der Elek- 
troden entsprechen. Mit anderen Worten gesagt kann das obig 
beschriebene Ausfiihrungsbeispiel eines mobilen Halters mit 
einer Elektrodenanordnung in Viertelkreis-Segmenten zur 
Vereinzelung eines Wafers in Viertelkreis-Segment-Chips 

30 verwendet, wobei die strukturierten Graben den Wafer in 
Viertel-Kreissegmente aufteilen. 

Die Tiefe der strukturierten Graben wird entsprechend der 
gewiinschten Restdicke des Wafers, die beispielsweise fur 
35 Dunnschicht-Chips in dem Bereich von 40 bis 80 pm liegt, 
gewahlt, die der Wafer nach einem Dunnungs- und Vereinze- 
lungsprozess aufweisen soli. 
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Zum Herstellen von diinnen Chips wird der DlinnungsprozeB zu- 
nachst konventionell, beispielsweise mit einem Schleifen 
und Entspannungsatzen, bis zum Erreichen einer Dicke von 
etwa 100 \xm durchgefuhrt. Die vorstrukturierten Graben sind 
5 dabei noch geschlossen. Dannach wird der Wafer einem Dun- 
nungsprozefi zugefiihrt, der beispielsweise in einer Vakuum- 
Plasmakammer durchgefuhrt wird. Dabei kann der Wafer entwe- 
der mit dem mobilen Halter oder einer bekannten Haltevor- 
richtung in die Plasmakammer transportiert werden und dort 
10 an einer stationaren Haltevorrichtung, wie beispielsweise 
einem elektrostatischen Chuck, befestigt werden. 

Alternativ kann der Wafer zur Durchfuhrung der Dunnung in 
der Vakuum-Plasmakammer auch auf dem mobilen Halter ver- 
15 bleiben. 

In der Plasmakammer wird der Wafer danach durch Trockenat- 
zen der Riickseite auf die gewunschte Dicke von etwa 4 0 bis 
80 ]im gedunnt, wodurch die Graben von der Riickseite her ge- 

20 off net werden. Durch das Offnen der Graben ist der Wafer 
automatisch in einzelne Chips vereinzelt. Danach wird der 
mobile Halter, der beispielsweise in einer Horde in der Va- 
kuum-Plasmakammer aufbewahrt werden kann, an einem bewegli- 
chen Trager, wie beispielsweise einer Roboter-Handhabungs- 

25 vorrichtung, angebracht. Das Anbringen an einem geeigneten 
Trager kann ohne weiteres durchgefuhrt werden, da der mobi- 
le Halter im wesentlichen die Form und GrdJie eines Wafers 
aufweist, wobei der Trager den Halter beispielsweise an der 
Kante oder dem Rand des Halters greift. 

30 

Der mobile Halter wird daraufhin mit der Vorderseite in die 
unmittelbare Nahe der vereinzelten Chips gebracht, so dali 
die Segment-Abschnitte der ersten Elektrode 3 und der zwei- 
ten Elektrode 4 den Chips jeweils gegenuberliegen . Zum ge- 
35 nauen Ausrichten kann eine geeignete Justiervorrichtung 
verwendet werden. Ferner konnen auf dem mobilen Trager Sen- 
soren vorgesehen sein, urn eine exakte Justierung bezuglich 
der Chips zu ermoglichen. 
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Der stationare elektrostatische Chuck gibt daraufhin die 
vereinzelten Chips frei, die darauf f olgend von dem mobilen 
Halter aufgenommen werden. Der mobile Halter wird danach 
5 von dem beweglichen Trager zu einem Entladeort transpor- 
tiert. An dem Entladeort werden die auf dem mobilen Halter 
angebrachten, vereinzelten Chips durch ein Umpolen der 
Elektrode 3 oder Elektrode 4 von dem mobilen Halter selek- 
tiv abgelost. 

10 

Das Umpolen von Elektroden erfolgt uber ein Anlegen einer 
Umpolspannung mit einer entgegengesetzten Polaritat an den 
AnschluJJbereich der jeweiligen Elektrode. Wird beispiels- 
weise die Elektrode 3 umgepolt, so wird die Oberflachenla- 
15 dung in Chips, die der Elektrode 3 gegemiberliegen, abge- 
baut, wodurch sich die Haltekraft verringert und sich die 
jeweiligen Chips bei einem Erreichen einer unteren Halte- 
kraft-Grenze von dem mobilen Halter ablosen. 

20 Der etwa 100 pm dunne Wafer wird daraufhin an dem mobilen 
Halter derart befestigt, dafi die Viertelkreis-Segmente des 
Wafers , die den zu vereinzelnden Chips entsprechen, den 
Viertelkreis-Segmenten der Elektroden 3 und 4 des mobilen 
Halters gegemiberliegen . 

25 

Bei dem beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
werden durch ein Umpolen einer der zwei Elektroden mdglictv 
zwei der vier Viertelkreis-Segment-Chips selektiv abzulo- 
sen. Urn fur jeden der vier Viertelkreis-Segment-Chips ein 

30 selektives Ablosen zu ermoglichen, ist bei einem weiteren 
Ausfuhrungsbeispiel eine Elektrodenstruktur von vier ge- 
trennten Viertelkreis-Segment-Elektroden vorgesehen, die 
jeweils einen Anschluiibereich zum Anlegen einer Spannung 
aufweisen. Zunachst werden die Chips durch eine geeignete 

35 Schaltung der Anschlufileitungen bei der Aktivierung ent- 
sprechend dem Ausfuhrungsbeispiel von Fig. 2 aktiviert, so 
daft jeweils zwei diagonal gegeniiberliegende Elektroden die 
gleiche Polaritat aufweisen. Nach dem Aufnehmen kann durch 
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ein gezieltes Umpolen der vier Viertelkreis-Segment- 
Elektroden wahlweise einer oder mehrere der Viertelkreis- 
Segment-Chips abgeldst werden, wahrend die restlichen Vier- 
telkreis-Segment-Chips weiterhin von dem mobilen Halter ge- 
halten werden. Das Konzept von unabhangigen Elektroden, die 
bei dem obig beschriebenen Ausfiahrungsbeispiel eine Elek- 
trodenstruktur in einer 2x2 Matrixform bilden, kann bei 
einem weiteren Ausfiahrungsbeispiel auf eine groftere Anzahl 
von Elektroden erweitert werden, die in einer Matrix mit m 
Spalten und n Zeilen angeordnet sind. 

Durch das Vorsehen der Elektrodenstruktur in Matrixform 
konnen einzelne Chips "pixelweise" abgenoramen werden f indem 
die entsprechenden Elektroden der Matrix umgepolt werden, 
15 Der mobile Halter kann bei diesem Ausf uhrungsbeispiel zum 
Vereinzeln einer Vielzahl von Chips aus einem Wafer einge- 
setzt werden. 

Ferner kann der mobile Halter gemafi der vorliegenden Erfin- 
20 dung durch ein geeignetes Steuern der Anschlussspannungen 
verwendet werden, urn vereinzelte Chips aus einer Mehrzahl 
von Chips selektiv aufzunehmen. 
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Patentanspriiche 

1. Mobiler Halter fiir einen Wafer mit folgenden Merkma- 
len: 

einem Basiselement (1); 



einer ersten Befestigungseinrichtung (3, 4, 5) zum 
elektrostatischen Anbringen des Wafers an dem Basi- 
10 selement (1); und 

einer zweiten Befestigungseinrichtung zum Anbringen 
des mobilen Halters an einem Trager fur den mobilen 
Halter. 

15 

2. Mobiler Halter nach Anspruch 1, bei dem die erste Be- 
festigungseinrichtung (3, 4, 5) eine funktionale 
Schicht (5) und eine Elektrodenstruktur (3, 4) auf- 
weist, die zwischen der funktionalen Schicht (5) und 

20 dem Basiselement (1) angeordnet ist. 

3. Mobiler Halter nach Anspruch 2, bei dem die Elektro- 
denstruktur (3, 4) eine erste (3) und zweite (4) Elek- 
trode aufweist. 

25 

4. Mobiler Halter nach Anspruch 2, bei dem die Elektro- 
denstruktur (3, 4) mehr als zwei Elektroden aufweist. 

5. Mobiler Halter nach Anspruch 4, bei dem die mehr als 
30 zwei Elektroden in einer Matrix angeordnet sind. 

6. Mobiler Halter nach einem der Anspriiche 2 bis 5, bei 
dem die erste Befestigungseinrichtung einen AnschluA- 
bereich (7 , 8) zum Verbinden der Elektrodenstruktur 

35 mit elektrischen Anschluftleitungen aufweist. 
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Mobiler Halter nach Anspruch 5 oder 6, bei dem der An- 
schluGbereich (7, 8) auf einer Vorderseite des mobilen 
Halters angeordnet ist* . 

Mobiler Halter nach Anspruch 5 oder 6, bei dem der An- 
schlufibereich auf einer Ruckseite des Basiselements 
(1) angeordnet ist, wobei der mobile Halter eihen 
Durchgangsleiter aufweist, urn den Anschlufibereich mit 
der Elektrodenstruktur (3, 4) zu verbinden. 

9. Mobiler Halter nach einem der Anspruche 2 bis 8, bei 
dem die funktionale Schicht (5) aus Borsilikatglas, 
Bariumtitanat oder Strontiumtitanat besteht. 

15 10. Mobiler Halter nach einem der Anspruche 1 bis 9, bei 
dem das Basiselement (1) aus einem Halbleitermaterial, 
Kapton oder Keramik besteht. 

11. Verfahren zum Handhaben eines Wafers mit folgenden 
20 Schritten: 

Befestigen des mobilen Halters gemafi einem der Anspru- 
che 1 bis 9 an einem Trager fur den mobilen Halter 
durch die zweite Bef estigungseinrichtung; 

25 

Anbringen eines Wafers an dem Basiselement (1) mit der 
ersten Bef estigungseinrichtung (3, 4, 5) ; 

Bewegen des mobilen Halters von einem ersten Ort zu 
30 einem zweiten Ort; 



Losen des Wafers von dem mobilen Halter unter Betati- 
gung der ersten Bef estigungseinrichtung (3, 4, 5) . 
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